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【はじめに】 
有機電界効果トランジスタ(OFET)は、軽量かつフレキシブル、さらには作製コストの低さといった特徴 
から、電子ペーパーや EL ディスプレイなどへの応用が期待されている。OFET の電気特性向上には 
デバイス構造や材料などの観点からさまざまな手法が提案されているが、その物性的要因を追求するため 
には、素子ばらつきが大きいという現状を勘案して、有機半導体薄膜中のトラップや接触抵抗を考慮した 
モデルを用いた単一素子からのパラメータ抽出が重要となると考えられる。筆者はこれまでにボトム 
ゲート・トップコンタクト(BGTC)型 OFET において、電界効果移動度・チャネル抵抗・接触抵抗の既存 
モデルを組み合わせて OFET モデルを構築し、そのパラメータを単一素子の電気特性測定のみで簡易に 
抽出する手法を提案した[1]。本研究では、その手法についてさらに精査に検討を行うとともに、BGTC 型 
OFET においてソース・ドレイン電極と有機半導体層の界面に分子ドーピングによる高キャリア濃度層 
(p+層)を導入した系においてパラメータ抽出を行い、その効果について検討した。 
【実験および結果】 
膜厚 300 nmの熱酸化膜を有する heavily-doped n型 Si基板上に膜厚 50 nmのペンタセン薄膜を成膜した 
のち、ソース・ドレイン電極作製用シャドーマスクを用いてペンタセンとテトラフルオロテトラシアノ 
キノジメタン(F4TCNQ)を 4:1の割合で共蒸着した薄膜(p+層)を 2 nm成膜した。さらに、シャドーマスクを 
外さずに膜厚 25 nmの金電極を成膜することで、p+層を導入したBGTC型OFETを作製した(Fig. 1)。これ 
らの素子の真空下での電気特性を測定し、その結果をもとに電界効果移動度・チャネル抵抗・接触抵抗等 
のパラメータ抽出を行った。その際に、出力特性および伝達特性から実験的に得られる実効的移動度の 
差異[2]を考慮した解析を実施した。その結果、p+層の導入による接触抵抗の低減とともに、FET チャネル 
部分のホールトラップ充填に伴う電界効果移動度の向上を示唆する結果を得た(Fig. 2, 3)。 
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(a) OFET without p+ layer (b) OFET with p+ layer
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